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摘 要

論文中將針功率LDMOS（200V）、SCR與SCR結合功率LDMOS做抗靜電放電能力測試。其中在功率LDMOS 分面，採

用PIN TO PIN測試方式，而SCR將採用陽極相對陰極，正向與負向分開測試。論文中將針對三 種SCR製程結

構HVNW-LVPW、LVPW-PSUB及HVNW-LVPW WITH POLY GATE，做靜電放電測試，期望能藉由靜 電放電中的高電

壓，使得P-N-P-N接面崩潰產生閂鎖效應，形成一極低阻抗的電流消散路徑，藉此來提 高其靜電放電的防護能力。 由測試

結果發現，SCR無論正向、負向皆有極佳抗靜電放電能力。最後將藉由失效分析技術，來探討 功率LDMOS與SCR結合靜

電放電測試未通過業界最低門檻的失效情形，並提出改善方針。

關鍵詞 : 功率LDMOS，SCR，靜電放電。
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